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Modul vykonovych spinacu s tranzistory N-FET
Milan Horkel

Ve starych mainboardech pocitacu PC byvaji pékné veliké
tranzistory N-FET, které je mozné vyuzit. Tranzistory byvayji tak asi
na proud 30A pfi napéti kolem 30V. Modul je osazen dvéma
tranzistory zapojenymi proti zemi.
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1. Technické parametry

Parametr Hodnota Poznamka

Pracovni napéti do cca. 30V Podle tranzistori

Spinany proud do cca. 10A Omezeno tranzistory, svorkami a ploSnym spojem
Rozméry 41 x 61 x 25mm | Vyska nad zékladnou
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2. Popis konstrukce

2.1. Uvodem

Na mainboardech asi tak od procesoru Pentium II jsou pomocné spinané napajeci zdroje pro

napajeni procesorii. Vzhledem k proudovym nérokiim procesort jsou pouzivany diskrétni vykonové

tranzistory, které je snadné z mainboardu ziskat. Tranzistory jsou to obvykle tictyhodnych

parametrd. Proudy tak v fadu 30A-50A a byvaji na napéti minimalné 30V. Na jedné desce byvaji 2

nebo 4 kusy, n¢kdy i vice.

Tranzistory se nejsnaze odpdji pomoci elektrické horkovzdusné pistole. Je dobré na jeden modul dat

oba tranzistory stejné.

Modul se da pouzit i pro buzeni krokovych motorti s péti vyvody.

2.2. Zapojeni modulu

Na vstupu je hiebinek, na vystupu je hiebinek a Sroubovaci svorky.
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Napdjeci ¢ast je doplnéna blokovacim kondenzatorem. Konektor je opét hiebinek a Sroubovaci
svorky.
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2.2.1. Stridava vazba na vstupu

Spinace jsou na vstupu opatieny volitelnou sttidavou vazbou. Vazba se voli pfesunem propojky,
kterd bud’ zkratuje vazebni kondenzator, nebo ho naopak necha viazeny a ptipoji diodu, ktera
zajistuje, ze se bude napéti na fidici elektrodé tranzistoru upinat k zemnimu potencialu (nebude
klesat pod nulovou hodnotu a tim omezovat kladou hodnotu pro sepnuti tranzistoru).

Sttidava vazba se pouziva pro zamezeni zniCeni zatéze (Casto civky) pokud by se fidici elektronika
zasekla zrovna ve stavu, kdy je tranzistor otevieny.

Procesory PIC tohle uméji a muiZe se stat, Ze procesor drzi vystup ve stavu H jesté pred tim, nez
probéhne vnitini reset procesoru. Nastavda to v pripadé, ze poklesne napdjeci napéti, ale né uplné
k nule. Vystupni budice zustanou ve stavu H a pokud ma spinaci tranzistor prahové napéti nizsi nez
Jje napéti od kterého zafunguje reset obvod procesoru, ziistane vykonovy tranzistor sepnuty a

v podstaté zkratuje napdjeci zdroj. Tranzistor 304 obvykle napdjeci zdroj nepretlaci a tak se
procesor nikdy neresetuje.

Na tidici elektrodé je dale umistén velky odpor do zemé aby byl nepfipojeny tranzistor rozpojeny.

2.2.2. Dioda v kolektoru

Pti rozpinani indukéni zatéze se zatéz brani zméné protékajiciho proudu tim, ze indukuje napéti,
které ma takovou orientaci, aby se udrzel proud. Miize tak vznikat velké napé€ti na kolektorech
tranzistort.. Jeho hodnota je déna rychlosti rozepnuti tranzistoru a induk¢nosti zatéze. Aby nedoslo

k poskozeni (priirazu) tranzistord, jsou v modulu osazeny zachytné diody. Nezapomerite horni
konec diod pfipojit ke kladnému zdroji vykonové ¢asti.

Pokud se spind (pulsné sitkovou modulaci) obycejny kartd€ovy motor a dioda se neptipoji, motor se
moc netoCi, protoze se pii rozpojeni energie magnetického obvodu motoru spotfebuje k pokusu o
proraZeni tranzistoru (velké napéti) misto toho, aby se energie spottebovala v zatézi (motoru).
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2.3. Typické parametry tranzistoru

Pro konkrétni tranzistory je tfeba parametry vygooglovat. Zde jsem vypsal hlavni parametry

konkrétniho tranzistoru CEB703AL protoZze jsem zrovna tento tranzistor pouzil. Tranzistory byvaji
tomuto konkrétnimu typu podobné.

Zvl1ast’ je tieba upozornit na vykon tranzistoru. Vykon S0W je mozné vyuzit pouze pokud je
tranzistor dostate¢n¢ chlazeny. PouZzivé-li se tranzistor jako spina¢ nebude vyuzit a skute¢ny

(ztratovy) vykon je pak fadu 1W coz vystaci s minimalnim chladicem nebo plochou na plosném

Spoji.

Druhy zradny parametr je kapacita fidici elektrody. Kapacita elektrody proti zemi (elektrodé S) je

znacnd, mnohem vétsi nez u bipolarnich tranzistort a navic se zde projevuje i vliv kapacity

s elektrodou D. Kapacita je navic nelinearni pravé v okoli bodu sepnuti. Proto je tfeba tranzistor
spinat dost razantné aby sepnuti i rozepnuti probé&hlo tak rychle, aby se tranzistor neptehtal (velky
proud krat nenulové napéti na tranzistoru po delsi dobu).

Tranzistor CEB703AL

Parametr Oznaceni Hodnota
Napéti kolektoru Vbs 30V

Proud kolektorem trvaly Ip 40A

Proud kolektorem

kratkodoby Tom 120A
Vykon (pti 25°C) Pp S50W
Tepelny odpor pouzdra Rruge) 3K/'W
Tepelny odpor bez chladi¢e | Tryga) 63K/W
Maximalni napé€ti na fidici

elektrodé Vas -20V
Kapacita tidici elektrody Ciss 1500pF
Napéti pro sepnuti VGshy 1.7V (1-3V)
Odpor v sepnutém stavu,

typicky pfi buzeni 4.5/10V | RPSON 14mQ / 17mQ
Rychlost sepnuti / rozepnuti | Tpsorr) 20ns / 80ns

2.4. Mechanicka konstrukce

Modul je standardni, se Srouby v rozich.
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3. Osazeni a oziveni

3.1. Osazeni

Pfi pajeni tranzistort je tfeba pouZit dostate¢né vykonnou pajecku.
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3.2. Oziveni

Odpory
R1,R3 100
R2, R4 100k
Keramické kondenzatory
Cl1,C2 100nF
Elektrolytické kondenzatory
C3 470M/35V
Diody
D1, D3 BAT43SMD
D2, D4 IN5818
Tranzistory
QL,Q2 AP60NO3S
Mechanické soucdastky
J1,73 JUMP2X2
J5 JUMP2X4
J6,J7 JUMP3
12,4 ARK210/2

Konstrukcni soucastky

4ks  Sroub M3x12 kiizovy
s valcovou hlavou

4 ks Podlozka M3

4ks DI5SM3XO05 distanéni
sloupek M3x5

Staci vyzkousSet, Ze tranzistory spinaji. Pouzijeme napajeci zdroj 5 az 10V s omezenim proudu a
napiiklad zarovky. Testujeme v rezimu stejnosmérného buzeni (propojky v poloze DC).
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